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MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DB INTRODUCCION
on
ESPANA
por afioa
a nombra la WESTINCSIOUSB ELECTRIC CORPORATION, entidad nor-
teamericana, astablaoida an Eaat Pittsburgh, pensilvania,

Estados Unidos da Amarioa, por:

"UN METODO LE FABRICAR PLANEAS ELECTRICAS".
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31 prosanta invanto so refiere a planchas dol
tipo da las que suministran vapor para humedecer al matarial
gna sa estd planchando, y tiano por objeto croar una plaib-
cha porfaccionada do dicho tipo.

la cédmara ganaredora de vapor y lea pasos
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correspondientes para aste, que conducen a orificios de sa-
lida de la placa de base de una plancha de vapor, estan
generalmente anidas a ana plaoa de cubierta con ana empa-
quetadura para garantizar juntas a praeba de fugas. la em
6 paquetadura paede aer eliminada o perfeccionada aun mas,
empleando una oapa obturadora de un compuesto de silicona
entre las superficies complementarias de la camara yviae
de vapor y aliabierta. Asimismo paeden estsac revestidas las
superficies de la camara generadora de vapor cen un agente
10 humectante, como por ejemplo sllicate de sodio, aegan en-
sefia Bldred o. Norton en su solicitud de patente norteame-
ricana Nto. 88.520 presentada el 8 de Noviembre de 1948,
cuyo proposito es el de permitir que el agua entrante en la
camara de vapor, moje las superficies tratadas y se esparza
18 rapidamente, acelerando asi la vaporizacian y reduciendo
el minimo la posibilidad de que la placa de base emita agua
parcialmente vaporizada.
El invento del sr. Norton trabaja muy bien
con materiales de empaquetadura corrientes y logra los re-
20 soltados deseados, sin embargo, al aex empleado en una plan-
cha que oontenga un cierre de un compuesto de eilicona, la
vuloanizaoian del compuesto ds silicona contrarresta la
propiedad deseada del agente humeotante. El compuesto de
silicona despide un vaho durante su vuloanizaoidn gae com-
28 tamina o deposita una delgada pelicula no humedaoible por
encima del agente humectante previamente aplicado.
Uno de los objetos de este invento es el de
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oreer un medic sencilloc, barato y fa_foumené elii?ni?able,
réra proteger las propledades humestantes de une Superfi-
ole que estdn expuestas & destruccidn por vapores emitidos
durante el proceso de vulcanizacidn térmica de un cierre de
un compuesto de ailiocona empleedc en la fabricecidn de uns
plencha de vapor,

01ro objeto del invento es el de crear un
revestimiento protector para uns superfiocie cuyas prepleds~-
dee humectantes estén expuestes & menosocabs por loa vapares
om:l.t]_.dos durante el procesc de vuloanluaoi&n térmioa de un
clerre de un compuesto de silicona emplesdo en la fabrica-
oldn de una plancha de vapor, eiendo eliminsble dicho re-
vegtimiento por el ™emlor propio* d§ le plencha.

Se ke podido comprober, gque es posible soe-

-layar le dificultad arribe 'menoionad.a, apliocando un reves~

timjento de material proyector por encima de la superficie
del agente humectantes, Bate revestimiento protector tiem_ )
la propieded as poder ser eliminsde por el ocalor & nna tem~
peratura por encime de la temperaturas de vnloanizacidén dd
compuesto de¢ eiliocona, Is eilicona vnlcanize oslentando la
plenche & une temperaturs de aproxl.madamehte 19020, A1 fi~
nal de su ciclo de vuloanizacién, ossen les emisiones de
le silioons, Ja plencha se calienta entonces & une tempe~-
rature mée elevade, con 10 oual el revestimiento protector
es eliminado, llevédndose consigo los productos originalmen~
te enitidoa por la ailicona',, y poniendo al descubierto Ia_
superficle del agente humectante indemne e insiterade,



10

16

80

25

20

2 O 8355
Existan varios 3a talas revestimientos pro-

tectoras, que pueden ser empleados, oono por ejemplo el
nitrato de celulosa, el poliatireno, el polimetilmstacri-
lato, el polietileno, & poli-iaobutileno, la resina ciolo-
parafinica, la resina oiolopentadiénioa, la resina de enme-
rona-indol y el éter poliviniloisobutilico. gatas resinae
tienen todas la propiedad de deapolimerizarae o descompo-
nerse, o0 ambas a la vez, sin dejar practicamente residuo
alguno cuando se someten a temperaturas ga por encima de
los 205SC durante un breve periodo de tiempo. P~ rtioular-
mente, no dejagaaingun residuo de oarbono, lo cual seria ob-
jeoionable. gatee materiales pueden prepararse en forma Ii-
quida, disolviéndolos en cualquiera de los disolventes
aromaticos corrientes, como por ejemplo el tolueno, a ex-
cepcian del nitrato de celulosa, que es soluble en mezclas
de alcohol-éter. Puede igualmente emplearse el nitrato de
celulosa, disolviéndolo en una mezcla de ;carbonato dieti-
lico y oxalato dietilico, js pesar de poderse utilizar cual-
quiera de las matarias mas arriba citadas, se prefiere em
plear el nitrato de celulosa, puesto que puede aplicarse
sencillamente con un pincel, seca rapidamente y es elimina-
do prontamente por el calor dsntro de la gama de tempera-
tura méxima de la plancha. Por estos motivos se presta fa-
cilmente para loa métodos de produccion en serie, puede
emplearse en una linea de producoian movil y eliminarse
calentando la placa de base de la plancha, se ha comproba-
do que una solucion de nitrato de celulosa de las propor-
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¢lones aiguientes, es absclutamente asatisfeaotorim:
Hitrato de celuloee . . . . . . . . . . . . B
carbonato dlet{lico . . . . . . . . . . .. 715
oxaleto atetflico . . . v e e e ae e e 265
ias proporciones anteriores nc son cr{tices y pueden variar.
8¢ con objeto ds obtensr cnalquier counsimtente deseads,

g1 invento, por lo tanto, proporcions un re-

vestinignto protsctor, fdollments eliminable, para una ap-

perficie tratada con un egente humectantis, y que estd ex-

pussta & la destruceidn de su propiedsd humectante per pro.

- duotoa emitides durante ¢l process de vuloanizacidn de un

compuesto de ailioona emplesdc en ls fabdricaocidn de l& plag.
cha ds vapsr, |

Hl revestimiento protector es fdcilmente
elimineble oalentanio & una temperstura gue es mds eleve~

da que la temperatura de vulcanizacidn de la silicona, perg

-que estd dentro de ls geme de temperatura mixime de la plap,

cha, ocon 1o cual se consigue dfcha eliminecidn poi ol “omlgy
propio". de la plan-oha.. )
‘  Bn los dtbujos sdjuntos, emplesdos para fi
nes de iluetracidn, representan |
la figura 1, un alzado lateral de uns plen-
cha eléotrice de vapor, parcislimente en seccidn, y
la figura 2, une planta deasde arriba de la
place de hase, |
Segin se muestra en el dibujo adjunto, una

planchs de vapor, generalmente indicade por 10, se calien~
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ta eléctricamente y comprende ana plana da basa metélica
11, una cubierta de plancha metalica o casco 12 y un asa
13 de plastico ¢ madera, unidas todas entra ai de cual-
quier forma conveniente, la cubierta aloja una cadmara acu-
muladora de agua c deposito 14. la placa de base puede aer
de forma convencional, segin se muestra en la figura 2, y
estd provista de un elemento calefactor 15, generalmente
en Uorma de U, segun puede verse por las lineas de trazos
de la figura 2. 31 elemento calefactor es preferiblemente
alojado al colar la placa de base, y puede ser del tipo
forrado que contiene un tubo o vaina exterior 16, en el
gue se aloja un elemento de resistencia helicoidal 17, dis-
puesto centralmente y separado de la vaina exterior por me-
dio de un material aislante 18 refractario y de gran cum
pacidad*

Un termostato 19 se halla situado central-
mente en la placa de base 11 en una cavidad 20 limitada
por una pared 21 hecha preferentemente de una pieza oon
la placa de base,

la pared 21, junto con una pared exterior
22 y un nervio 23 en forma de Y, determinan una camara 24 ge-
neradora de vapor y pasos 25. Un determinado nUmero de ori-
ficios de salida 26 se encuentran en una canal 27 en forma
de Y adyacente al nervio 23 en forma de Y, encontrandose
protegidos de la comunicacién directa con los pasos 25 por
medio del nervio, una cubierta 28 se halla sujeta a la pla-
ca de base 11 por cualquier medio adecuado, y sirve para
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enoerrar la camara de vapor 24, loa pasca 25 y loa orifi-
oios de salida 26, evitando asi el escape del vapor a ex-
cepcion de por los orificioa de salida de la placa de ba-
se. Esta oabierta posee ana oanal transversal 29, que sir-
ve de pasaje de conexidén entre los pasos 26 y la canal 27
en forma de v. 32 vapor puede asi fluir desde la cédmara de
vapor 24 a través de los pasos 25 a la oanal 29, por ésta
a la canal 87 en forma de V, y desde esta cana®. en forma
de V, a través de los orifioics de salida 86, hasta 3L
fondo de la plaoa de base,

Si depdsito de agua 14 tiene una valvula de
aguja 30, por medio de la cual se comunica con la cémara
de vapor 24. Sata valvula coincide con una abertura de
una placa 31 que estd encima de una abertura en la onbisr-
ta 28, a la cual esta sujeta, la valvula y la placa 31 ae
mantienen en contacto a prueba de fugas mediante una em
pagquetadura anular 32. Con objeto de reducir la conducti-
vidad desde la oubierta al deposito de agua 14, esta pla-
ca ee construye preferentemente de un material de pequefio
espesor.

Un botdn da ajuste 33 sirve para regular
la valvula 30 a fin de variar la entrada del agua a la
camara de vapor, controldndose asi la rapidez de genera-
cién de vapor.

las superficies limitantes de la cémara
de vapor 24 y de los pasos 26 se revisten con un agente
humectante, preferentemente una solucion de silicato de
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sodio, antea del montaje. Con objeto de asegurar gae estas
superficies limitantes ae hallen completamente revestidas
cuando ae montan laa diferentes piezas, es conveniente re-
vestir todas las superficies del fondo y de loa bordea de
la cubierta 30, la superficie de fondo de la place 31, y
las superficies superior y de los bordes de la placa de
base 11. la superficie de la cavidad 20 no precisa ser re-
vestida, puesto que esta cerrada a la entrada de agua o
de vapor. las partes revestidas se secan deapuds al aire.

la valvula 30 puede tratarse también oon
un agente humectante, preparandose una eoluoian diluida,, e
introduciéndola en la valvula por medio del deposito 14.
Bata solucidon se deja pasar a gotas a través do la valvu-
la, depositandose con ello un delgado revestimiento sobre
laa partes de la valvula.

Desposa que las partes tratadas estdn secas,
se revisten con un material prote otor. Bate revestimiento
puede aplicarse de cualquiera de las maneras conocidas, co-
no por ejemplo mediante pineal o pulverizador, como el re-
vestimiento ae emplea para proteger laa superficies humeo-
tantas, debe entenderse que todas las superficies revesti-
das con la solucion de silicato da sodio, habran de aer
a su vez revestidas del material protector, las partee re-
veatidaa vuelven a dejarse secar al aire.

Se prefiere emplear un revestimiento protec-
tor de nitrato de celulosa a pesar de que. como ya ae men-
cioné en un principio, existen diversos revestimientos pro-
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tectorea que pueden ser empleados. tales como polistirano,

polimetllmetaorilato, polietlleno, poli-iscbutileno, resina
cicloparafinica, resina ciclopentiadiéniea, resina de enma-
rona-indol, y éter polivinilisobutilico. Batos materiales

pueden prepararse en forma liqguida empleando oualquiera de
loa disolventes aromaéticos corrientes, como por ejemplo el
tolueno. JKi nitrato de celulosa puede prepararse en forma

liqguida disolviéndolo en una mezcla de carbonato dietélico

y oxalato dietflioo, habiéndose comprobado qoe las propor-

oiones siguientes son satisfactorias:

] gramos
Nitrato de celulosa  ..cooveeeeeernnn. 20
Carbonato diotilic O .cccvvvvvneeee 715
Oxalato dietilico . . . . . . . . 265

Estas proporciones pueden vatiarse para obtener cualquier
consistenOia deseada, y no son criticas.

Segun se ha erplioado ya anteriormente en es-
ta memoria, la placa de base 11 y la cubierta 28 estén uni-
das entre si para encerrar la camara de vapor 24, los pasos
de vapor 25 y la canal 27 en forma de V. Antes de unirse
entre si, las superficies complementarias, es decir, la&s su-
perficies superiores de las paredes 21 de la cavidad &g
termostato, los bordes 22 exteriores de la placa de base y
el nervio 23 en forma de T de la placa de base, y la corres-
pondiente superficie inferior de la cubierta, se revisten
con un cemento de ailioona. Se ajusta entonces la cubierta
a la placa de base por cualquier medio adecuado, vulcani-
zdndose a continaacian la silicona mediante exoitaoian del
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elen™nto 15 calefaotor de la placa de basa para gas produzca
ana temperatura da trabaje de aproximadamente 190se. Duran-
te este operacion de vulcanizado, el oemento de silice na
emitira vapores, que recubrirdn la superficie dal revesti-
miento protector que cubre el silicato de sodio. Al final
del oialo de vulcanizacion, la temperatura de la plancha
ha aubido lo suficiente para eliminar el revestimiento que
cubre el silicato de sodio, si se emplea nitrato de celulo-
sa, bastara una temperatura de aproximadamente 26073, que
eatd bien dentro de la temperatura de trabaje de la plan-
cha, para quitar el revestimiento protector. Una vez expul-
sado el revestimiento protector, los vaporea arrastran lee
vaporea residuales depositados por el cemento da eilicona,
qgue tienen propiedades no humadooiblaa. ZR superficie de
silicato de sodio queda ahora expuesta en au estado origi-
nal, dejando incélumes las caracteristicas humedecibles

de laa superficies de la camara da vapor.

Si bien he mostrado el invento en una forma
unioa.de realizacién, sera evidente para los taonioos que
no ee limita a ella, sino que es susceptible de numerosas
variaciones y modificaciones, sin apartarse por ello da su
espiritu.

- O- NOTA - O-
los puntos de invencion propia, no nueva,

10 -
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pero no esieblecida, practicade ni divulgada en Espafis,
que 8@ presentsn para que sean objeto de esta Patente de
Introduccion por DIBZ efica, son les sigulentes:

19', - Un método en 1= fabriocacidn de una

plench& de vapor que tiens una odmars generedora de vapor

formada por plezes que tengan superfiocies complementarias,

que tienen entre elles une oap& de uun compuesto de si.li--

cona destinado & ser vulosnizade &l oslor pers proporeio-
n&r un clerre & prueba de fugssa, péra preteger las propie-
dadeée humectantes de por lo mencs parte de la guperfidie
de 18 susodlcha cémare generadora de vapor oontre le con-
teminecion por las emisiones de dicho compuesto de sili-
oona dursnte su proceso de vuleanizacidn al ocelor, oou-
prendiendo dichgmétodo revestir por 1o menos diche parte
de 1= suscdicha s#perficie con un material protector gue
puede eliminarse mediante ocalor a uns temperatura mes
elevads que l&a necesaria ;para la vulcanizaeion por calor
del ol tado compueato de siuoom.

29, - Un método de. acuerdo oon la reivin-
diceocidn 1, caracterizado i:or,que por 1o menos diche parte
de le susodicha superficie es humedecide con ux agente
humectante, siendo :evsstidb dicho sgente humectznte oen
dicho materiel pr.otootor;

39, -~ Un método segun se reiviniioca en lag

reivindioaclones 1 ¢ &, oarcoterizado porque dicha caps del

compuesto de silicona eg vulsunizada exoltande el elemento

“ 1l -
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calefactor de la susodicha plancha para dar una temperatu-
ra primera, excitando después de ello a dicho elemento ca-
lefactor para dar una segunda temperatura mas alta que la
primera citada, con lo cual dicho material protector ea
eliminado.

46. - un método segun se reivindica en cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque dichas temperaturas primera y segunda se hallan am
bas dentro de la temperatura maxima de trabajo de la plan-

cha.
5¢. - un método segln se reivindica en una

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracteriza-
do porque el susodicho material protector es nitrato de ce-
lulosa.

66. - Un método de fabricar planchas eléc-
tricas.

Tal y como ae ha descrito en la Memoria
que antecede, representado en d dibujo que ae acompana
y oon loe fines que ae han especificado.

gata Memoria consta de doce hojas escritas
por una aola cara.

Ma&rid,
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